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窒化物半導体は、その混晶組成により赤外から紫外域の光を吸収することが可能であり、太陽

光を利用した光水分解用陽極の光吸収層として有望な材料である[1]。これまで我々は、AlGaN 系

光陽極を用いた光水分解を通した水素発生において高効率・長寿命化の検討を行ってきた[2]。今

回、AlGaN 系よりバンドギャップが狭く、より長波長の光を吸収できる InGaN を光吸収層として

用い、その In 組成を変えた光陽極における光水分解特性について評価・検討したので報告する。

MOCVD法により InxGa1-xN/n-GaN/GaN構造をサファイア基板上に成長した。InxGa1-xN (0<x≤ 0.1)、

n-GaN の膜厚はそれぞれ 0.1 µm、2 µm である。成長した試料上に助触媒となる NiO (MOD 材料)

をスピンコートした後、大気中において 500 °C、60 分間、熱処理を行った。この試料を光電気化

学反応セルの光陽極、白金線を陰極として用いた。電解液は 1 mol/L の NaOH である（Fig. 1）。光

源には、1SUN の疑似太陽光（朝日分光 HAL-320W）を使用した。

光陽極に疑似太陽光を照射し、照射 1 時間後の光電流を測定した（Fig. 2）。図中、光吸収層と

して AlGaN、NiO 助触媒を Ni の蒸着と熱酸化処理により作製した試料の光電流も掲載した（参考

データ）。また、照射した光の高エネルギー側からの積算強度もあわせて示している。光電流は、

InGaN 光吸収層の In 組成の増加（狭バンドギャップ化）に伴い増加している。これは光吸収層に

おける光吸収量（発生する電子－正孔対）の増加に対応していると考えられる。ガスクロマトグ

ラフィにより定量した水素と酸素の生成比は 2:1 であり、その生成量は光電流値に比例していた。

このように、光電流の増加（高効率水分解）には、光吸収層の狭バンドギャップ化が有効であり、

さらに長波長の光を利用した可視光応答型の太陽光水分解に向けた取り組みが重要となる。
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Fig. 1. A schematic of the photoelectrochemical cell. Fig. 2. Photocurrent density as a function of the 
bandgap energy for the photoabsorption layer.
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